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       Скорочений зміст висновків рецензентів.  
 
 Результати досліджень відкривають перспективу для створення нових нанокомпозитних матеріалів на основі прозорих твердих електролітів, в яких як абсорбери використовуються 2D матеріали (наночастинки А3В6, вуглецю), а також ID нанодроти і ЗD квантові точки напівпровідників А4В6 з високим коефіцієнтом оптичного поглинання і
мультиекситонним механізм генерації носіїв заряду. Вони доповідались на європейських і українських симпозіумах матеріалознавців і опубліковані в міжнародних наукових виданнях, які мають високий рейтинг. 
         Пропозиції про подальше використання результатів роботи.  
Основна мета роботи досягнута, а сама робота вносить вагомий вклад у розвиток сучасного напівпровідникового матеріалознавства .

   Дані про реєстрацію роботи: № 
 
РЕФЕРАТ  
 Мета роботи - синтез і дослідження нових нанокомпозитних матеріалів типу “напівпровідникова шарувата матриця з нанорозмірними 1D, 2D, і ЗD включеннями сегнетоелектрика,  вузькозонного напівпровідника вуглецю, закапсульованих вуглецем магнітних металевих наночастинок”. 
 Об’єкти дослідження - нанокомпозитні матеріали на основі шаруватих сполук А3В6 і А5В6, вузькозонних напівпровідників А4 В6 сегнетоелектриків МеNOз (Ме = К,Na,Rb) і наноструктурованого вуглецю.
 Методи роботи - скануюча зондова мікроскопія, рентгенівська дифракція, рентгенівська фотоелектронна і раманівська спектроскопія імпедансна спектроскопія. Результатом роботи є отримання нових нанокомпозитних матеріалів, які перспективні для використання у фотоперетворювачах, накопичувача електричної енергії, приладах спінової електроніки, в біонанотехнологіях медицині. 
 Розроблені нові способи синтезу закапсульованих вуглецем магнітних наночастинок Nі і виготовлення наноіонного конденсатора високими експлуатаційними параметрами. На основі синтезовання нанокомпозитних матеріалів створені нові пристрої: нанокомпозитний накопичувач електричної енергії, високочастотний спіновий конденсатор, гібридний напівпровідниковий наноіонний фотоперетворювач.
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